1. 何謂VLSI?
2. 說明VLSI的優點為何?

3. 說明VLSI提升電路速度的兩個因素為何?

4. 說明積體電路主要的製造技術有哪些?

5. 試說明TTL、ECL、MOS、BiCMOS製造技術的特點?

6. MOS製程技術分成哪三種?試說明其特點?

7. 試繪出NMOS的基本結構?

8. 試繪出NMOS的電路符號?

9. 試繪出PMOS的基本結構?

10. 試繪出PMOS的電路符號?

11. 試說明CMOS的優點?

12. 何謂本體效應?

13. 什麼是Latch-Up?
14. 如何減少Latch-Up？
15. 臨界電壓與哪些因素有關?
16. MOSFET的結構由哪些物質層組成?
17. 畫出CMOS反相器的結構圖?

18. 畫出CMOS反相器的電路圖?

19. 畫出latch-up的電路結構?

20. BJT的三個端點為何?
21. 說明NMOS的工作原理?

22. 說明PMOS的工作原理?

23. 畫出傳輸閘的結構圖並說明原理?

24. IC分為哪幾類並舉例?

25. 說明CIC有哪些功能?

26. 說明IC 製造流程為何?

27. 什麼是莫耳定律(Moore’s Low)?

28. CMOS製程技術如何劃分?
29. 寫出CMOS反相器的(1)符號(2)邏輯布林式(3)真值表(4)電路圖(5)工  
作原理?

30. 寫出下列專有名詞的中英文全名?
　　VLSI .IC .SOC .SSI .MSI .LSI

31.CMOS製程之加工技術分為哪幾種？

32. CMOS的四種主要製程技術為何？

33.何謂設計規則(design rule)？

34.良率的定義為何？
35.何謂自我對齊(self-aligned)？
36.試寫出設計規則(design rule)的方式有哪些？

37.試說明Via與Contact的差別為何？
38.試寫出N型阱CMOS製程技術優於P型阱CMOS製程技術的因素有哪些？
39.為何CMOS是現行VLSI系統最受歡迎的製程技術？請說明之。

40.試寫出設計規則(design rule)的目的為何？

41.請解釋下列名詞：

 (1)摻雜技術(dopping)

 (2)氧化技術(oxidation)

 (3)累晶技術(epitaxial)

 (4)蝕刻技術(etching)

42.試說明micron規則與λ規則的不同點。

43.IC的製程中雙阱及單阱的結構為何？請說明之。
44.試說明設計規則與晶片良率又有何關係。

45.IC的製程中的氧化物有何功能？

46.光阻劑分為那兩種？

47.試寫出CMOS反相器的五種主要製造過程，並各說明其功能為何？
48.試寫出簡化的CMOS製造流程。

49.試寫出設計規則定義那些尺寸？

50.試寫出下列其中、英文全名

  (1)CVD   (2)UV   (3)EBL   (4)DRC
51.試畫出CMOS反相器的電路圖

52.試寫出製作P型阱(P-Well)之蝕刻技術(etching)的步驟。

